
Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre- 
jenztransistor für Vor-, Misch- und ZF- 

im LW- und MW-Bereich bei Um- 
%a von -20°C bis 

+65 

GF 120* 

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4 b, 
TGL 11811 * 
Masse & 0,8 9 

Zulössige Höchstwerte 

für @a = 45°C 

-Ucso = 25V 

-UeBo = 0,5V 
-UCER = 15V 

RB bei E =50 

Rı - R2 
mitRB = K S 100 kQ 

-Ic 10 mA 

grd 
Wärmewiderstand Rın < 0,6 mW 

Min | Typ l Max | Meßbedingungen 

Reststräme 

-Ic8o ’ 4 vA ‘ 7,55pA | -Ucs = 6 V 

„Acso | | 100 pA | -UcB = 25 V 
«ICEs | 20 pA | -Uce = 6 V 
=ICER | 20 pA 90 vA | -Uce = 6 V, Rse = 30 kfN 

+JEBO | ' ‘ 100 pA ' -Ue8 = 0,5 V 

Ubergangsfrequenz 

fr }1oun;|aomu:| -Uce = 6 V, -Ic = 0,5 mA 



| Min Typ l Maox Meßbedingungen 

Vierpolwerte in Emitterschaltung 

gtte | ‘1 m8 
Cife | | 100 pF | 150 pF 
gı20 | 5 uS 
C128 5 pF 9 pF -Uce =6 V, -Ic = 0,5 mA, f = 2 MHz 
Iya1e 10 mS | 17 mS 
g2e 20 S 
C220 5 pF ‘ 15 pF 

Gleichstromverstärkung 

B 2 | | -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor GF 120 

* nur für Ersatzbedarf verwenden 

Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- 5000 )(' 7 
schichttemperatur 40a 
==== Grenzwert V 

—— Mittelwert + 1000 7 
S 500 L A 
< Ucp-6V 
& 7U T RBE =304Q 
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Mittlere Kennlinien für 0a = 25°C 
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